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【背景】近年、GaN 基板上に成長した高周波デバイスや高出力パワーデバイスの実用化が期待さ

れている。GaN基板の貫通転位密度と各種デバイスの性能には相関があることから、Naフラック

ス法やアモノサーマル法などの真のバルク成長法が注目されている。我々は、酸性アモノサーマ

ル法（SCAAT
TM）の研究を行っているが、アモノサーマル法から得られた基板の特徴の１つに強

い YL発光が挙げられる。これは、成長中に形成された不純物と対を成す Ga空孔のためだと考え

られている。アモノサーマル法では、得られた GaN バルク結晶やそこから加工された GaN 基板

は内在した歪みを緩和する目的でアニール処理が行われる。今回、我々はM面成長したバルク結

晶から切り出した GaN 基板をアニールすることにより、GaN 結晶の黄着色が消失し、さらに PL

や FT-IR スぺクトル等の特性が劇的に変化したので報告する。 

 

【実験と結果】SCAAT
TM法により成長したバルク結晶から、M面成長部および C 面成長部から基

板を切り出した。基板表面は CMP 処理を行った。アニールは、NH3－N2 雰囲気下で、1180℃30

分行った。アニール後の基板は両面研磨した。アニール前後の M面成長部基板の蛍光像を図１に

示した。アニール処理により、基板からの発光が抑制されていることが観察された。対照的に、C

面成長部基板はアニール前後で差はなかった（図なし）。次に PL 測定（＠４K）の結果を図２に

示した。１．５～２．７eV に観察された YLピークが、アニールによりほとんど消光しているこ

とが観察された。対照的に、C 面成長部基板はアニールにより YL 強度は減少しなかった（図２

挿入図）。以上の結果より、SCAAT
TM法によるM面成長部 GaN 基板は C 面成長部 GaN 基板と異

なり、アニールにより特異的に GaN結晶中の欠陥に変化が起こったと考えられる。当日の発表で

は、アニール前後の FT-IR による N-H 振動、吸光係数、および、SIMS による不純物濃度の測定

結果についても報告する。 
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